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【緒言】 

スパッタリング法を用いた GaN の成膜は、従来の MOCVD 法のような有機金属や大量のアンモ

ニアが不要なため、より低コストかつ低毒性なプロセスとして期待されている。 

東ソーでは、独自の焼結技術による高密度・低酸素な GaN 焼結体ターゲットを開発しており、

サファイア基板上でMOCVD法と同等の回折強度を持つGaNが成膜可能であることを報告してい

る[1]。本発表では、Al2O3および Si 基板上のおいて、さらに結晶性を改善したスパッタリング法

による GaN 薄膜について報告する。 

【実験方法】 

酸素含有量 0.4at%の低酸素 GaN ターゲット（東ソー開発品）を用いて、RF マグネトロンスパ

ッタリング法により、Al2O3(0001)基板および Si(111)基板上に GaN を成膜した。得られた各 GaN

薄膜の結晶性と平坦性を、それぞれ XRC および AFM にて評価した。 

【実験結果】 

Fig.1 に、①スパッタリング成膜 GaN (sp-GaN) / Al2O3, ②MOCVD 成膜 GaN (mo-GaN) / sp-GaN / 

Al2O3, ③mo-GaN / Al2O3の計 3 サンプルにおける GaN (0002) XRC FWHM 値を示す。この結果か

ら、sp-GaN 膜は mo-GaN 膜よりも高結晶性と判明した。これ

は、スパッタリング法では高い運動エネルギーを持った粒子

が膜形成プロセスに関与するため高結晶性化したと考えられ

る。加えて、sp-GaN の上に mo-GaN を成膜すると mo-GaN の

結晶性を向上させられることから、MOCVD 成膜における下

地基板として有効と考えられる。また、sp-GaN の RMS 値は 1 

nm 以下だった。 

続いて、Si(111)基板上に成膜した sp-GaN について述べる。ス

パッタリングのみで Si 基板上に成膜した場合、クラックフリ

ーの GaN 膜が得られた。膜に関する詳細は当日報告する。 

[1]Mesuda et al., 第 76 回応用物理学会秋季学術講演会 

15a-1D-10 (2015) 

Fig.1 The FWHM value of  

the GaN (0002) reflection of XRC 
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